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В последние годы велик интерес исследователей к широкозонному (
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) полупроводнику ZnO как перспективному материалу для создания различных оптоэлектронных устройств, работающих в коротковолновой области спектра, в частности высокоэффективных синих и ультрафиолетовых источников света, например, светоизлучающих диодов 
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В настоящее время многочисленные исследования оптических и электрических свойств выполняются на низкоразмерных структурах (нанопленки, наностержни, нанопроволки, вискеры). При этом особое место занимают исследования люминесценции, позволяющие контролировать качество кристалла, содержание примесей, дефектов, состояние поверхности и межфазных границ.
Настоящая работа посвящена исследованию экситонных спектров фотолюминесценции наноразмерных пленок ZnO, полученных методом ALD. 

Диссертация состоит из введения, в которой обоснована актуальность темы диссертационной работы, и 3-х глав. В первой главе содержатся литературные данные о кристаллической структуре ZnO, о строении электронных зон, об экситонных состояниях (возбуждениях) ZnO. Последний параграф посвящен анализу низкотемпературных спектров люминесценции. Вторая глава посвящена технике эксперимента и описанию изучаемых образцов, метода их получения. Третья глава содержит полученные экспериментальные данные, их обсуждение. В заключение третьей главы приведены основные выводы по диссертации. 

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты:
1.   Проведен сравнительный анализ спектров люминесценции пленок,   

      нелегированных монокристаллов и порошков ZnO.

2.   Изучены спектры фотолюминесценции пленок толщиной 100нм при       

      возбуждении азотным и гелий-кадмиевым лазером в диапазоне температур  

      77-300К. 

         3.   Исследовано влияние интенсивности возбуждения на спектры 
               фотолюминесценции при Т=77К.
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